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|_Définition de la mémoire ]
il N

[ Son role }

Circuit intégré ( mémoire a semi conducteur)

([ Sa forme physique }

Support magnétique

Disque optique

..etc

Sont identifiées par les adresses

Stockage
Restitution des informations a la demande
|

peuvent étre

Des instructions d’un programme

Des données associées

\
“\¥ Des résultats intermédiaires
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1) Quels types d’informations contient-il une mémoire ?
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indique si la mémoire est accédée :

- en écriture (l'information doit étre mémorisée)
ou
- en lecture (I'information doit étre restituée).

Valider le bloc mémoire= L'information mémorisée se retrouve
sur la ligne de sortie.

Inhiber le bloc mémoire= Les lignes de données sont isolées
( en 38me état ou circuit ouvert) .

I Ligne de sélection
i ou de validation
f
i

Command R/W

’ 8
: ]
I ! (écriture ou/et lecture) |
4 I

(Chip select)

identifier individuellement chaque
information (mot ou donnée).

véhiculer aussi bien les données a stocker que les données lus

1) Dessiner le boitier mémoire d’une mémoire RAM de capacité C=16x8

Format : Nombre de cases mémoires :
le nombre de bits de la donnée (m). Nombre de données pouvant étre stockées (N).
N=2" ( ou n est le nombre de bits d ‘adresse)

Temps d’acces :
temps d'obtention d'une information contenue dans la mémoire

Capacité :
le nombre total de bits pouvant étre stockés (C).
C=Nxm.

Pour simplifier

On exprime la capacité :

en kilo-octets (Ko)
en méga-octets (Mo)

I en giga-octets (Go) 1 Go = 239 octets = 1073741824 octets

i en tera-octets (To) 1 To = 2%0 octets = 1099511627776 octets

! en Peta-octets (Po) 1 To = 2%0 octets = 1099511627776 octets

i

“..Notez Bien:

Attention : bit #byte
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1) Exprimer la capacité C=2*bits en Mega ostets e en kilo actets:
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1) Que contient une case mémoire ?

Cellule mémoire — stocke 1 bit.
2" Lignes

Adresses —_—
( n bits) —

TE & eT R D

)

[— Case mémoire — stocke m bits.
D

=]]1=] =]

T e
'l e oy

Données (m bits)

Les types de mémoires J

e

—[ Les mémoires volatiles ]

r[ Les mémoires non-volatiles ]

Si I'alimentation électrique
est coupée

-
Tant que I'alimentation
électrique est maintenue

N

|
[ ee]

‘)E On peut lire ou modifier le

ntenu a volonté T !
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1) Donner des synonymes au mémoire vive :

—

\[ Les mémoires volatiles ]
/

mémoires dites "vives" ou RAM (Random Access Memory,
mémoire a acceés aléatoire).

. La cellule mémoire peut étre a base d’ : /
_— — L 2 Commande
Vs de lecture
Une bascule de type D — la mémoire est dite SRAM: D
RAM statique \‘ G | Doy
D;
Dy Dou { " 1 \
= ! \  Commande - s
+D Q \

d'écriture
\ \

1
_—

_ \ (Figure : Structure de base d'une cellule mémoire DRAM
R/W—{>o \ i —
H “ a B 7//
igure : Structure de base d'une cellule mémoire SRAM ) = p o
avec entrées/sorties séparées // Un micro-condensateur (condensateur grille-substrat d'un transistor MOS)

—> la mémoire est dite DRAM: RAM dynamique

/ Le rafraichissement | < E la présence de courants de fuite dans le condensateur
“ Dinout = D Q D) \

atravers |'impédance d'entrée conduit a sa décharge.

q e

—
(

nécessite J
| Les conséquences —
| R ) - -- -- -- N
| \ ( définition i la lecture de l'information
| \definition p =
| \ | puis
| | \ \_le rechargement du condensateur de structure. )
| — |\ N
R/W CS \

‘Flgure Structure de base d'une cellule mémoire SW/
\\ avec entrees/sortles non separees

| 1- il complique la gestion des mémoires dynamiques car il faut tenir
F ompte des actions de rafraichissement qui sont prlorltalres / \

/,/ wa durée de ces actions augmente le temps d'acces aux (informations. )

oA L S ) . . —(
3- Toute lecture doit étre suivie d’une réécriture. Car, la lecture de I'information est destructive. En |
\Effet, elle se fait par décharge de la condensateur du cellule mémoire lorsque celle-ci est chargéé. /

Mémoires non-volatiles

Read-Only Memory Read/\Write

non programmable programmable

non effacable yly effacable
Mask ROM J )

figée en fonderie  \PROM| |OTP EPROM
non effacable  fisiples UV EPROM
sans fenétre

électriquement ypar UV
EEPROM]| | FLASH] UV EPROM
par mot par bloc i

entiérement
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NOVRAM
(Non-Volatile RAM)

est |'association dans le méme boTtierB

- T~

/ \

une EPROM + une RAM SRAM + une pile lithium.
de méme capacité

N

AY
L'EEPROM permet de réaliser en moins de 10 ms une 1
1

sauvegarde globale de la RAM. h
_____________ e —————

O

permet une sauvegarde du contenu de la mémoire en cas
: de coupure d'alimentation électrique.

’
1
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